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１．概要（Summary） 

スピン注入磁化反転[1]が可能なナノ構造スピンデバイ

スを作製するには，磁性多層膜を直径 sub100nm のメサ

状に加工したのち，コンタクトパッドなどを設けるために数

十~数百 µm サイズの比較的大きな微細加工を施す必要

がある．このデバイスプロセスを効率的に行うためには，

電子ビーム露光機とマスクレーザー露光機を併用すること

が重要である．そこで本研究では，電子ビーム露光機で

作製したアライメントマークをマスクレーザー露光機で検

出し，アライメントを行う技術の開発を目指した． 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

マスクレス露光装置、電子ビーム露光データ加工ソフトウ

ェア 

【実験方法】 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

前年度の技術相談で，電子ビーム露光機とマスクレス

レーザー露光機を併用するためには，アライメントパター

ンを高度に設計し，精密に作製する必要があることが技

術相談により判明した．例えば，アライメントパターンは深

さ subµm の金属層で形成する必要があった．また，基板

自体も，手作業による劈開で切り出すのではなく，ダイシ

ングソーで精密に切り出す必要があった．相談前に想定

していたプロセスフローに大幅な変更が生じたため，前年

度内はアライメントマークの試作まで行った． 

本年度は，実際にマスクレス露光を実施した．電子ビー

ム露光技術で作製したアライメントマークの検出に成功し

た．また，アライメントのずれは，0.5 µm 程度にとどまった．

この寸法のずれは，許容できる小ささである． 
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